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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月22日(2018.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　また、ポリ抵抗を構成する場合の断面図を図９（Ａ）に示す。図９（Ａ）に示したよう
に、ゲート酸化膜以外の領域（例えば図９（Ａ）に示した領域）にポリシリコン層を形成
すればよい。ポリ抵抗の構成例の平面図が図９（Ｂ）である。ウェル抵抗と同様に、抵抗
値は幅Ｗと長さＬに依存するため、図９（Ｂ）に示したように、幅の狭いポリシリコン層
を、多重に折り返して構成することで、狭い面積でも効率的に所望の抵抗値のポリ抵抗を
形成することができる。図９（Ｂ）では、ポリ抵抗の一端がタップＴＰＰ１、他端がＴＰ
Ｐ２となる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１８４】
　　ＶＰＴＡＴ＝ＩＰＴＡＴＲ１　・・・・・（１６）
　この場合、Ａ／Ｄ変換回路１６０でのＡ／Ｄ変換は、下式（１７）により行われる。ビ
ット数は差動の場合と同様に１０ビットとしているが、シングルでの動作ではフルスケー
ルレンジが差動の場合の半分（差動がシングルの倍）となるため、上式（７）に対応する
例ではＶＤＤとなる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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